第二回高輝度高圧電子源開発Gミーティング議事録

開催日：2008/5/26(月)

場所：名古屋大学、原子力機構、KEK、広島大学(ビデオ接続)

時間：13:30 – 15:00

出席：羽島、永井、西森(JAEA)、中西、奥見、山本(将)、許斐(名古屋)、河田、武藤、本田(KEK)、岡本、正中、久保、栗木(広島)

許斐氏より200kV電子銃の寿命測定について報告があった。主にダンプ部の真空度を改善し、dark lifeで270時間、50uA引出し時で約50時間、30uA引出し時で約120時間の寿命が得られた。またレーザーによる量子効率のマッピングが可能となった。

Q：JLABでの寿命に比べると短いが真空度の違いによるものか?

A：そう思われる。電子銃部にNEGを配置して真空度のさらなる改善を目指す。

Q：引出し電流による寿命の差はイオン逆流による効果と整合するか?

A：まだ二点しかデータが無いので判断は難しいが、矛盾はしないと思われる。ビームハローによる真空度の上昇が寿命に影響している可能性がある。

山本(将)氏より真空評価装置について検討状況の報告があった。ガス放出の評価には蓄積法、スループット法、流路切替え法があるが、系統誤差を考えると流路切替え法が良いと思われる。

Q：ポンプの排気速度は正確に抑える必要があるか?

A：測定量は圧力差(比、注栗木)なので、ポンプの詳細な排気速度自体はわからなくてもよい。ただしポンプ側へ流路を切り替えた場合でもポンプ側の真空度の変化が十分に小さい（ガス流入量にくらべポンプの排気速度が十分大きい）ことが必要である。

Q：セラミックはSUS等の金属よりもガス放出は桁違いに大きいと思われるので、特にサンプルの表面積を増やす工夫は必要ないのでは?

A：そうかもしれないが、チェンバー表面処理などそれなりに気をつかう必要はある。

Q：SUS-TiNコートをする時の前処理は必要か?

A：まずSUS-CPorEPで試し、それでも放出ガスが多いようなら真空アニール、TiNコートすることを考えている。

C：TiNコートはKEKBの成膜装置で可能だ。

C：KEKBの成膜装置についてはこちらでも把握している。本田、武藤両氏が装置や条件について次回までに条件など詳細を調べる。

C：Ti製chamberの価格はSUS+EPの約1.3倍程度。（羽島氏）

C：HIP処理をすればSUSのガス放出は極めて低く抑えられることがわかっている。

Q：真空評価装置と500kV用セラミック開発の関係は?

A：本当は評価、次いで製作としたいが、時間的に平行せざるを得ない。ある程度ノウハウとしてガス放出が少ないセラミックは確立されているので、製作と評価と平行しても意義はあるだろう。

羽島氏より500kV高圧部の調達計画について報告があった。結果として予想よりも全体として高額となり、多少予算的に絞らざるを得ない。

Q：容量の小さい電源を使用した場合、分圧抵抗あるいはセラミックによる電流で電圧低下を生じないか?

A：検討の必要はある。

Q：大電流引出し時の寿命が最大の課題なのだから、それが可能な性能の電源をつくるべきでは。

A：予算的に厳しい。寿命問題は250kV等の現在開発中のものでおこない、こちらは500kVでの運転に集中せざるを得ない。

C：500kVが達成できれば世界初であるので、意義は大きい。

表面観察について栗木より報告があった。STMはHiSORの生天目氏、森本氏に協力してもらいすすめている。PEEMは夏頃に立ち上げる予定。

C：興味があるので是非進めて欲しい。

その他

C：透過型陰極の実用化で予算申請を考えている。協力して欲しい。

C：透過型は逆光電子分光用の電子源として注目されている。

次回は6/23(月)  13:30よりビデオ会議で行う。

文責：栗木

